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청

청  1 

1 에 재  치.

 

   

본  마 크   키징에  것 다.[0001]

 경  

 또는 다  캐리어에 실리  다 (  들어, 마 크 )  계    는 [0002]

포 여, 마 크  키징  계  개량  개 어 다.  BBUL(Bumpless Build-Up Layer) 

 키징 키 에   근 다.  그   가운 , BBUL  립   없 고,  

볼(solder ball) 상 (  들어, 립-칩(flip-chip) 상 )  없 고, 다 - -  열  계 (CTE

치)   다  (low-k) 간층 체 상  (stress)  감 시키 , 개  / (I/O)

  달 능   어  립-칩 상  거  키지  감 시킨다.

 , PDA(personal digital assistance)  지  카 라  같       [0003]

는  능  가 다.  리 능 에 어   많  특징에  가,   집   키지 곽

에   결 여, 립  그러  들에 도 시 다.  실시 는 립-칩 또는 직  칩 

 포 다.  내 (embedded) 다  키지(  들어, BBUL 키지)는 립-칩 또는 직  칩  에 비

 다   공 는 키징 다.  상   원가, z- , 개   치   x-, y-

폼  감  포 다.

   사  비 는 에 사  칩 또는 키지가, 특  칩 /또는 키지가[0004]

식별   도 , 사 고,  , 트  같   내 , 시간/ 짜   등과 같  식별 마

크  포 는 것  원 다.  래에는, 식별 마크가 웨  태   마킹  갖는  키지 상에 치

다.     래  키지가 사라지게 었고 래  식별 마크에  공간  거  지

게 었다.

다  후      태블릿 랫폼에  키징  포 는 키징 에 사 다.  상[0005]

  다  균열 지뿐만 니라 닛  식별    마킹 가능  과 같  다  능

공 다.  다  후  상에 질 식별 마크  공  , 마크는 독가능  다.  는 

경우 생산 에  상   므   공 에  고   (comfort level)  공 다.  식

별 마크가 독가능 도   , 사람  신 비 (machine vision) 시     

트라 트가 다.  BBUL과 같  다  내  키지 에 ,  빌드 업(build up) 에 에 다

   다  후   사 다.  지만, 생 어  키지  링(depaneling) 고

리  후에, 주  BBUL 키지 립 에 사  열  계  공   , 다  후    

상   마킹 가능   닌 것  었다.  그 결과, BBUL 키징에  닛  식별

지   실 가능  략  재 지 는다.

도  간단  

도 1  빌드-업 캐리어에 내  다  포 는 마 크  키지    실시 태  단 도  도시[0006]

다.

도 2는 생   측에 생 리   생   측단 도 다.

도 3  도 2  체에, 캐리어    는 공 에  리  상에 택  택 에 체 층
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 도  후  습  도시 다.

도 4는 도 3  체에, 체   측 상에 다  도  후  습  도시 다.

도 5는 도 4  체에, 다  상에 체 재료  도  후  습  도시 다.

도 6  도 5  체에, 체 층에 비  개  후  습  도시 다.

도 7  도 6  체에, 비 에 도  재료  도 고, 체 상에 도  층 또는 라  닝  후  습

 도시 다.

도 8  도 7  체에, 체   측 상에 체 재료  도  재료( 2층)  연  층  도  후  

습  도시 다.

도 9는 도 8  체에, 체   측 상에 체 재료  도  재료( 3층  4층)  연  층  도

 후에, 드 또는 랜드    도  재료 층   도  재료 층 상  체 재료  갖는 습

도시 다.

도 10  도 9  체에, 체   측 상   도  재료 층  드 또는 랜드 각각에 개  

후  습  도시 다.

도 11  도 10  체  개별 키지  리 고  사  마킹 공   후  습  도시 다.

도 12는 컴퓨   개략  시  시 다. 

 실시   체  내

도 1   실시 태에  마 크  키지  단 도  도시 다.  도 1에 시   같 , 마 크[0007]

 키지(100)는 BBUL(build-up layer)  다.  마 크  키지(100)는 캐리어(120)(빌드-업

캐리어),   측  래  여(보 는  같 ) 캐리어(120)에 내 , 마 크  다  같

 다 (110)  포 다.  다 (110)  캐리어(120)는  리   다(  들어, 캐리어(120)

에 다 (110)  연결 는  가 없 ).

 실시 태에 , 다 (110)는 께가  150 ㎛  실리  다  등 다.  다  실시 에 , 다 (110)는 께가[0008]

150 ㎛ 미만,  들어 50 ㎛ 내지 150 ㎛  실리  다  등   다.  다  께  다 (110)가 가능

다.  다  실시 태에 , 다 (110)는 다 (110)  후  측 상에 택  갖는 실리  통 비 (through

silicon via, TSV) 다   다.

도 1  , 캐리어(120)는  들어 ABF  체 층(130)(4개가 도시 ),   도  층(140)( , 보[0009]

는 가  래쪽 도  층)  는 랜드(145)  통  다 에 연결 ( 원, 지, /  등)  공 는

리 또는 리 (도  비 (142) 등과 연결 )  도  층(140)(4개가 도시 )  포 는 다  빌드-업 층

 포 다.  다 (110)는  측에  캐리어(120)  랜드(145) 또는  도  비 에 직  연결 다.

도 1  또  캐리어(120)  (165)(보 는 상  )  상  택(180)  도시 다.  택(180)  캐리어[0010]

(120)   상  도  층(140)에 연결 다.  택(180)  마 크  키지(100)  또는 마 크

키지(100)  신  라우트 는 가 라우  (포 트(150)에 가 여)  공 다.  택(180)에 

, 키지  가 상  포 트뿐만 니라 리  또는 마 크  같  2 

(가능 게는 키지에 포 )  택 포 트가 캐리어(120)에  연결 어 마 크  키지(100)

또는 키지- - 키지("POP")  체  는 것  가능 다.   도 1   연결 (195)  통  캐리어

(120)에 연결  다 (190A)  다 (190B)  포 는 키지(185)  도시 다.

도 1에 도시   같 , 체 재료는 마 크  키지(100)  다 (110)  평 측벽  러싼다.  다[0011]

(110)  후  에  것  다  후  (DBF)(160) 다.   실시 태에 , DBF(160)는 어도 20%  마

크 트라 트  포 는 마킹 가능  재료 다.  , DBF(160)는 체 매트릭 , 진 , 료/염

료,  진   매  포 는 다  다.   실시 태에 , 체 매트릭 는 에폭시, 

들어 다 능  에폭시  같  지  경 (hardener)(  들어,   볼락),   택  연

(flexibilizer)  포 다.  지  경 는   체  열 계 (thermomechanical) 특

 우 다.  연 는  재료에 연  공 다.

 실시 태에 , 진  재료는  100 nm  평균  크  갖는  포 다.  다  실시 태에[0012]
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, 진  재료  평균  크 는 100 nm 미만 다.  가 실시 태에 , 진  재료  평균  크 는

50 nm 다.  에 고   없 , 진   그   크 는 재료  듈러   그  마킹 특

(markability properties), 특   마킹에  마킹 특 에  미치는 것  여겨진다.   실시

태에 , 실리카 미  진  같  진 는 평균  크 가 50 nm   재료  20 량% 내

지 50 량%   재 다.  다  실시 태에 , 진 는 20 량% 내지 40 량%   재 다.

또다시 에 고   없 , 미  실리카  재는,  들어 마 크  크  에 비  실리카

  가시   그라운드(background)에 비   마킹  역에  산란  상당  가

시키므 , 트라 트  가시키는 것  여겨진다.  본 에   같 ,  마킹  트라

트는 마크  2 원(2D) ID 리    산란  주변    산란에  달  그

 값(gray value)  지칭 다.   마킹 공 에 , 2D ID  사원(  들어, 뮴-도

트  루미늄 가 (Nd:YAG) )과 같  가 DBF(160)   재료  태워  진  재료  시

키는 것  여겨진다.    실시 태에 ,  마킹 공  진  재료(  들어,  실리카 )  어블

(ablation) 미만   체  어블  과  어블  계치 에 지 도(fluence)  갖는 열 

 어블   다.  어블  결과 ,  체는 어블 지만,  산란 진  재료

(  들어, 실리카 )는 에 통   다.  진  재료는  트라 트  공 다.

미  실리카  재는 또  생   키지  리   사  습식 블라 트[0013]

(wet blast) 공 과 같  리 단계에   식각 도  는 경  다.   식각 도   내

 키지  층에 비  다  후  에   큰 식각 도 택  타 다.

 실시 태에 , DBF(160)는 가시  역에     또는   (lambda max)  갖는 [0014]

염료  포 다.  , 염료 또는 료는  마크 트라 트  공   DBF(160)에 사

색 다.   염료  는 경  진 (curing accelerator) 도   는,  들어 민/에폭

시/   같    갖는  염료  포 다.

 실시 태에 , DBF(160)   또   진   매  포   다.[0015]

는  마킹 특  포 는 BBUL    DBF("BBUL DBF")   실시 태 다.[0016]

[0017]

BBUL DBF는  크 가 래  DBF  진  보다 상당  (  들어, 0.5 ㎛  100 nm 또는 50[0018]

nm) 진  (실리카 )  사 다.  BBUL DBF는 또   많  량  염료(3.5%  7%)  사 다.

염료는 키지 빌드-업 공  에 다  질과 상 는 경   또  리  동   

(  들어, 에 키지가 어 는 생  리  동 )  었다.  염료  상

 또는 동   염료   실  고 여,  실시 태에 ,  많  량%  염료가 사 다(

 들어, 래  DBF에 재 는 것보다  많  트).  염료    5% 내지 10%   염료  

  마킹 특 에는  미치지만 트라 트에는  미치지 는 다.  다  실시 태에 , 

민(  들어, -NH2, -NHR)  드 실(-OH)  같   염료에 가  염료가 다  DBF 

(  들어, 지, 진 , 탄  체)과   도  여 염료  실  감 시킬  다.   경

우,   (  들어, 3.5% )  염료  사 여 허 가능  마킹 특  달   다.

도 1  삽도는 DBF(160)  상  ( , 다 (110)에 는 )  도  도시 다.  본 실시 태에 ,[0019]

DBF(160)는  마킹  여 마킹 여 다 (110)  , 다  크   트(lot)   치

(batch)  타내었다.   마킹  사람 또는 계- 독 가능  에  다 (110)  식별 는 

  마킹    다.
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도 2는 마 크  키지(100)(도 1)  같  마 크   키지     공  시 다.[0020]

도 2  , 도 2는,  들어,  짧  리  층(220A  220B)에  각각 생 (210)

 리  는 리 (215A  215B) 층  포 는 리 래그(prepreg) 재료 생 (210)  

  측단 도  도시 다.  리 (215A  215B)  진공    짧  에 는 경  다.

 실시 태에 , 리 (215A  215B)  ( 리 (220A  220B)에 는 ) 에 는 것

  들어, 께가  10 내지 100 ㎛  ABF  체 재료 다.

도 3  도 2  체에 리 (215A)  리 (215B) 상에 각각 택  도 고 닝  후  습[0021]

도시 다.  도 3  리 (215A  215B) 상에 각각  택(222A  222B)  도시 다.   실시 태에

, 택(222A  222B)  각각 리 (215A)  리 (215B)에  -니   1층,  -니

  에 , 리 또는 리  2층  포 다.  택(222A  222B)  2   또는 키

지  가능   택   람직  치에 퇴 (  들어, 도 ,   등)  닝

  다.

도 4는 도 3  체에, 체   측 상에 다 (240A)  다 (240B)  실  후  습  도시 다.[0022]

도 4에 도시   같 , 다 (240A)는 DBF(250A)에  연결 고 다 (240B)는 DBF(250B)에  연결 다.

DBF(250A)  DBF(250B)에  재료는 어도 20%  마킹 트라 트  공 는 재료 다.   재료

 도 1   다.   실시 태에 , DBF(250A)  DBF(250B)는 웨   라미 에  각

각  30 ㎛  께 지 다 (240A)  다 (240B) 상에 도 다.

도 4  , 다 (240A)  다 (240B)는  측   여(  측  각 리 과 다  [0023]

 마주 도 ) 치 다.  각 다   측 상에, 도  러(pillars)(245A  245B)가 각각 다

(240A  240B)  택 포 트에 연결 다.  러(245A)  러(245B)는 다   단계에    다.

도 5는 도 4  체에, 체  각 측 상에 체 층  도  후  습  도시 다.  도 5는 체 층[0024]

(260A)  체 층(260B)  도시 다.   실시 태에 , 체 층(260A)  체 층(260B)  각각, 가능

게는 BBUL 키지 에 사   었  진  포 는 ABF 체 재료 다.  ABF 재료  도

는   각 다 , 택  리  상에  다.

도  6  도  5  체에,  체  층(260A)   체  층(260B)  비 (262A   262B)  택(222A),  택[0025]

(222B), 러(245A)  러(245B) 지 개  후  습  도시 다.   실시 태에 , 상  개  또는 비

는  공 에  달   다.

도 7  도 6  체에, 체 층(260A)  체 층(260B) 상에 각각 도  라  또는 층(275A)  도  라[0026]

 또는 층(275B)  닝 고, 각 체 층  통과 여 택(222A)  택(222B) 지 각각 도  비 (265A

 265B)가  후  습  도시 다.  도  비 는 또  다 (240A)  다 (240B)   측 상  

택 포 트  러(245A)  러(245B) 지 다.  닝  도  라  또는 층(275A/275B)  도  비

(265A/265B)에  재료는  들어 도  공 에  퇴  리 다.

도 8  도 7  체에, 캐리어  가  도  라  또는 층  닝  후  습  도시 다.  도 8[0027]

각 체 층(278A  278B)(  들어, ABF )에  각각 도  라  또는 층(275A  275B)  리

 도  라  또는 층(280A)  도  라  또는 층(280B)  도시 다.  통상  BBUL 키지는 체 재료(

 들어, ABF )에   라  리  도  라  또는 층들(275A, 275B, 280A  280B)과 사

 4개 내지 6개  도  라  또는 트  가질  다.  층들 간  연결 ,  실시 태에 , 비

  드릴링 고 비  내에 도  재료  퇴   도  비 (  들어, 리 진  비 )

에  루어진다.  도 9는 도  라  또는 층들(285A  285B)( 3 )  도  라  또는 층들(290A 

290B)( 4 )  도   닝  후  체  도시 다.  본 실시 태에 , 도  라  또는 층들(290A 

290B)  캐리어 몸체   또는 상  다.  도 9는 또 ,  들어, 도  층 또는 라 들(292A  

292B) 에 각각  ABF 라미  상  체 재료(292A)  체 재료(292B)  도시 다.   실시

태에 , 도  라  또는 층들(290A  290B)  키징   랜드 또는 드  닝 다.

도 10  도 9  체에, 도  층들 또는 라 들(290A  290B)  는 도  드들 각각에 개  [0028]

 후  습  도시 다.   실시 태에 , 개 (293A)  개 (293B)는  비  공 에  

다.

도 11  도 10  체에, 생 (210)  리 (215A  215B)  거  체  2개  개별[0029]
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키지  리  후  체   도시 다.

 실시 태에 , 체는 습식 블라 트 공 에  생 (210), 리 (215A  215B),  리 [0030]

(220A  220B)  리 다.   실시 태에 , 습식 블라 트 공  식각 (  들어, 루미늄, 티타

늄, 산  규    상  식각 )  복   (pass)  포 다.  첫 째 는 리 (220A 

220B)  리 (215A  215B)  각각 리시 , DBF(250A  250B)  통  각각 리 (215A 

215B)에 연결  다 (240A  240B)    다.  어 ,  째 습식 블라 트 공   여

DBF (250A  250B)  각각 리 (215A  215B)  거   다.  DBF (250A)  DBF 

(250B)  도  에 리  상에 체 재료가 재  경우, 습식 블라 트 공  여 DBF

 체 재료  거   다.  상  공  DBF(250A)  DBF(250B)  ABF  같  체 재료  거

   40 내지 50    다.  50 nm  실리카  같  미  크  진

 포 는 DBF  재료가, 마 크 미  크  진   포 는 DBF 보다 습식 블라 트

공 에  거에  내   강  랍게도 었다.  라 , 미  크   포 는

DBF  습식 블라 트 공 에  마 크 미  크  진   포 는 DBF 보다 택  

크다.

생 (210)  개별 키지  거 , 도 11   측에 ,  도  재료(4개 [0031]

 도  트 )  체 또는 연 재료  다  층  포 는 빌드-업 캐리어에 연결  다

갖는 독립 (free standing) 마 크  키지   도시 다.   들어 다   공 에  

도  러(245B)는 다 (240B)   측 상  택 포 트에 연결  빌드-업 캐리어  도  재료에 연

결 다.  키지는 또   (  들어, 리 , 직 ) 또는 키지(  들어,

 상  리 , 직 , 리  직  등  포 는 키지)   연

결   빌드-업 캐리어  (보 는 상  ) 지 연  택 포 트(222B)  포 다.  다  실시

태에 , 다 는 실리  통 비 (TSV) 다   다.  , 키지는,  들어  연결  통

쇄  에 키지  연결   사   는 2측(보 는  측)  연  다  도

포 트(posts)  포 다.

도 11  또  마킹  도시 다.  DBF(250B)가 단 ,   식별  마킹 는 [0032]

사  공 (  들어,  공 )에    다.  상  식별 는, 에 지는 지만 

사 고,  , 트  같   내 , /또는 시간/ 짜   포   다.

도 12는  에  컴퓨  (500)  시 다.  컴퓨  (500)는 보드(502)  다.[0033]

보드(502)는 에 지는 지만 (504)  어도  통신 칩(506)  포 는 다  컴포

트들  포   다.  (504)는 보드(502)에 리    결 다.   에 , 

어도  통신 칩(506)  또  보드(502)에 리    결 다.  가 에 , 통신 칩

(506)  (504)  다.

그  에 라, 컴퓨  (500)는 보드(502)에 리    결 어 거  결 어 지[0034]

  는 다  컴포 트들  포   다.  상  다  컴포 트들 , 에 지는 지만, 

리(  들어 DRAM), 비  리(  들어 ROM), 래시 리, 그래  , 지  신  

,  , 칩 , , , 치 크린 , 치 크린 컨트 러, 리, 

 , 비  ,  폭 , GPS(global positioning system) 치, 침 , 가 도계, ,

커,  카 라   량   치(  들어,  드  크  드라 브,  CD(compact  disk),  DVD(digital

versatile disk) 등)  포 다.

통신 칩(506)  컴퓨  (500)   컴퓨  (500)  타    통신  가[0035]

능 게 다.  어 " "  그  생어는 변   사   비-고체 매체(non-solid

medium)  통  타  통신   는 , , 시 , ,   통신   

사   다.  상  어는, 비   실시 태에 는 그 지  도 지만,  가 어

도 포 지  시사 지는 는다.  통신 칩(506)  에 지는 지만 Wi-Fi(IEEE 802.11 계

열),  WiMAX(IEEE  802.16  계열),  IEEE  802.20,  LTE(long  term  evolution),  Ev-DO,  HSPA+,  HSDPA+,  HSUPA+,

EDGE, GSM, GPRS, CDMA, TDMA, DECT, 블루 , 그  생뿐만 니라 3G, 4G, 5G  그 상  지  

 다    포 는  다    또는    다.  컴퓨  

(500)는 복  통신 칩(506)  포   다.   들어, 1 통신 칩(506)  Wi-Fi  블루  같
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근거리  통신    2 통신 칩(506)  GPS, EDGE, GPRS, CDMA, WiMAX, LTE, Ev-DO  타

같  원거리  통신   다.

컴퓨  (500)  (504)는 (504) 내에 키징  집   다  포 다.   [0036]

에 , 상  실시 태에 라  키지는 다 가 그 에 내  몸체,  어도 20%  마크 트라

트  포 는 재료  DBF ,  택  식별 보  마킹  DBF  포 는 캐리어  BBUL  

다.  어 " "는 지  /또는 리    리 여 상   , 지

 /또는 리에   는 다    변 시키는   또는  

지칭   다.

통신 칩(506)  또  통신 칩(506) 내에 키징  집   다  포 다.  다  에 라, 키지는[0037]

BBUL   , 키지 틀림  억 는 TSV 또는 비-TSV 집  다  러싸는 1  어  포

다.  상  키징 , 에 지는 지만, 마 크  칩(다 ), 리 다 , 그래  다 , 칩

, GPS  포 는 각   층  가능 게  것 다.

가 에 , 컴퓨  (500) 내에  다  컴포 트는 상   같  1  BBUL 캐리어 [0038]

 포 는 마 크  키지  포   다.

각  에 ,  컴퓨  (500)는  랩톱,  ,  트 ,  울트라 ,  마트폰,  태블릿,  PDA(personal[0039]

digital assistant), 울트라  PC, 폰, 크탑 컴퓨 , , 린 , 캐 , 니 , 톱 ,

엔 트 컨트  닛, 지  카 라,   어 또는 지  비  리   다.  가

에 , 컴퓨  (500)는 타  리 는  다     다.

상  에 ,  , 실시 태    공   다  특  상  사  시[0040]

었다.  지만, 상  특  상  사  가 없   상  다  실시 태가 실시    당업 에

게  것 다.   특  실시 태는 청   가 니라 시   공 다.  청

 는 상  공  특  실시 에  결 지 는다.  다  경우에,  가 지는 것

 지   공지  체,    블 도 태  또는 상 사  없  도시 었다.  

것  간주  경우,   또는   말단 , 택  사  특  가질  는, 상

거  사  들  타내   도  에  복 었다.

본  에 걸쳐,  들어 "  실시 태", "실시 태", "  상  실시 태" 또는 "다  실시 태"[0041]

 언  특  특징  본  실시에 포    미 는 것  또  어  다.  사 게,

에 , 개시내  간 고 각  신규  태들   돕    각  특징들  는 단

실시 태, 도  또는 그  에  께  어  다.  지만, 상  개시  본  각

청 에  열  것보다  많  특징   는 도  는 것  지  것 다.

또 , 후 는 청  는  같 , 신규  태는 단  개시  실시 태  든 특징들보다  

게   다.  라 , 상  에 후 는 청  상  상  에  포 , 각 청

 본  별도  실시 태  체가 독립 다.
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